
Optične komunikacije

Predavanje 12:

Zunanji modulatorji svetlobe
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Elektro−Absorpcijski Modulator (EAM )→a(U Z )
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Polarizacijsko odvisenali neodvisen
λ≈1550nm
osnova InP



Elektro−Absorpcijski Modulator (EAM )→a(U Z )

U Z−1V −2V −3V −4V −5V
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Ugasno razmerje≈20dB

τ<10ps→C>40Gbit / s

Podlaga InP→ne potrebuje potujočega vala
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LiNbO3

difuzijaTi

n↑

n2≈2.21... 2.3

n1

a / l≈−0.1dB/cm
U

E zunanji

l
l≈5cm

U≈5V

E≈
U
d

=5⋅105V /m

d
d≈10μm

n1TE≈2.8⋅10
−11m /V

Δ n=n1⋅E=1.4⋅10−5

Δϕ=Δ n⋅k 0⋅l≈2.84rd→ fazni modulator

k 0=
2π
λ0 λ0=1.55μm
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PodlagaGaAs→ne potrebuje potujočega vala

Ugasno razmerje≈20dB( polarizacija ?)
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Elektrode na potujoči val
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noptični≈2.21... 2.3

nelektrični≈5. ..10
Neskladje hitrosti
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Akustooptika
tekočine≈10MHz
trdne snovi≈1GHz

ZVOČNIK

U

ABS.

Λ

ϕ(x) 0

+1

+2

−1

−2

α1=arcsin
λ
Λ

Λ

λ

λ

α1

Raman−Nathov uklon
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Braggov odboj
∣ϕ(x)∣>1rd

Prepuščeni žarek
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Akustooptika
tekočine≈10MHz
trdne snovi≈1GHz

τ≈1μ s

Ugasno razmerje≈50dB
uporabenkot omrežno stikalo

Potujoči
zvočni
val
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nTE≈2.3→βTEn1
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nTM≈2.21→βTM

Λ

2π
Λ =Δβ→ sklopTE←→TM

f ≈175MHz
λ0≈1.55μm

Valovnodolžinsko sito iz LiNbO3
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